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1.はじめに 有機発光ダイオード(OLED)の新

規発光材料として熱活性化遅延蛍光 (TADF)

材料が注目されている。この TADF材料は三重

項励起状態と一重項励起状態とのエネルギー

ギャップが小さくなるように材料設計されて

おり、低コストで内部量子効率 100%の OLED

が実現できる[1]。本研究ではカルバゾールジ

シアノベンゼン系 TADF材料 1,2,3,5-tetrakis 

(carbazol-9-yl)-4,6-dicyanobenzene(4CzIPN)を分

子分散させた発光層を用いた逆構造有機発光

ダイオード(inverted OLED)を作製し[2]、OLED

特性、輸送特性を評価した。 

2.実験 AZO (150 nm)/poly(ethylenimine) (PEI)

/4CzIPN:PMMA (70:30)/MoO3 (10 nm)/Al (40 

nm)なる inverted OLED を作製した。Fig. 1 挿

入図に 4CzIPN の化学構造式を示す。電流密度

-電圧特性には Keithley 2611、輝度-電圧特性に

は Konica Minolta CS-200を用いた。インピー

ダンス分光(IS)測定には、Solartron ModuLabを

用いた。すべての測定は大気中で行った。 

3.結果 4CzIPN 分子分散ポリマー発光層膜厚

460 nmの inverted OLED の電流密度、輝度-電

圧特性を Fig. 1 に示す。異なる発光層膜厚にお

ける外部量子効率(EQE)の電流密度依存性を

Fig. 2 に示す。最高輝度及び最高外部量子効率

はそれぞれ 4800 cd/m2, 12 % (460 nm), 1700 

cd/m2, 7.1 % (350 nm), 13000 cd/m2, 4.1 % (150 

nm)となり、発光層が厚くなると外部量子効率

が上昇する結果となった。 発光層膜厚 350 nm

の inverted OLEDにおいて IS測定を行い、300K

におけるドリフト移動度を算出した。電界強度

3.3×105 V/cm で正孔移動度が 1.3×10-7 cm2/Vs、

電子移動度が 8.0×10-9 cm2/Vsと決定できた。 

二分子再結合定数は、複注入状態における複

素インピーダンスの表式[3]に基づき導出でき、

得られた二分子再結合定数は、1016 ~1015 

cm3/s であり、正孔、電子移動度から得られる

ランジュバン再結合定数の1/100倍程度であっ

た。この結果から、発光層が厚くなると再結合

領域が広がることにより、効率が上昇すると考

えられる。 
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Fig. 1 Current density and luminance versus 

voltage characteristics of inverted OLED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Dependence of the external quantum 

efficiency on the current density. 
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